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学会（2018 年 11 月、神戸国際会議場） 



4) 白石誠司、”オーソドックスな半導体とエキゾチックな半導体を舞台としたスピン流輸

送”、第 36 回電子材料シンポジウム（2018 年 10 月、長浜ロイヤルホテル） 

5) 白石誠司、”異種材料結合系におけるスピン輸送とスピン変換” 日本物理学会 2018 年秋

季大会（2018 年 9 月、同志社大新田辺キャンパス） 

6) 白石誠司、”固体表面・界面を用いたスピン輸送とスピン変換” 学振第 154 委員会（2018

年 9 月、東工大田町オフィス） 

7) 白石誠司、”半導体スピン流物性研究の過去・現在・未来” 「新しいスピントロニクス

機能材料の開発とその物性制御」（2017 年 10 月、東大工学部） 

8) 白石誠司、“ビスマスにおける各種スピン変換物性” 第 2 回 Bi 研究会（2016 年 11 月

17 日、名古屋大） 

9) 白石誠司、”グラフェンにおけるスピン輸送とスピン変換” 第 10 回グラフェンコンソー

シアム（2016 年 7 月 20 日・秋葉原コンベンションセンター） 

10) 白石誠司、”重元素・軽元素を用いた表面・界面スピンオービトロニクス”、新世代研究

所 2016 年第 1 回スピントロニクス研究会（2016 年 6 月 2 日、TKP ガーデンシティ御茶

ノ水） 

11) 白石誠司、“Bi 薄膜におけるスピン物性とスピン変換” 第 1 回 Bi 研究会（2016 年 1 月

28 日、東京理科大神楽坂キャンパス） 

12) 白石誠司、”スピントロニクスの現状と展望、グラフェンにおけるスピン輸送とスピン

変換”, 第 102 回有機デバイス研究会（2015 年 7 月 27 日、静岡大学浜松キャンパス） 

13) 白石誠司、”外部電場によるシリコンスピン MOSFET 中のスピン輸送の変調”, 日本磁気

学会第 201 回研究会/第 53 回スピンエレクトロニクス専門研究会（2015 年 3 月 27 日・

中央大学駿河台記念館） 

14) 白石誠司、” 外部電場による非縮退 Si 中の室温スピン輸送の変調”, PASPS-19（2014 年

12 月、東大本郷） 

15) 白石誠司、”Electric spin conversion”、日本磁気学会シンポジウム”Spin Conversion Science”

（2014 年 9 月、慶應義塾大） 

16) 白石誠司、“IV 族半導体を用いたスピントロニクス”、SSIS-NEDIA 合同シンポジウム「電

子デバイスの新たな挑戦」（2014 年 8 月、阪大中之島センター） 

17) 白石誠司、”IV 族半導体を用いたユビキタススピントロニクス”, 日本磁気学会・応用物

理学会共同研究会（2013 年 11 月、東北大） 

18) 白石誠司、“半導体へのスピン注入・輸送・検出”、スピントロニクス国際連携研究会（2013

年 10 月、蔵王） 

19) 白石誠司、“スピン依存伝導・純スピン流の基礎物性及び IV 族半導体スピントロニクス

の現状”, CBI 学会第 5 回 FMO 研究会（2013 年 9 月、神戸大） 

20) 白石誠司、”磁化ダイナミクスを用いたディラック電子系へのスピン注入実験”、 京大

基礎研研究会「固体中のディラック電子系物理の新展開」（2013 年 6 月、京大） 



21) 白石誠司、”純スピン流を用いたグラフェン中の低消費電力スピン情報伝播に向けて”、

応用物理学会シンポジウム「機能性ナノマテリアルは持続可能社会をいかに支えるか」、

（2013 年 3 月・神奈川工科大学） 

22) 白石誠司、”分子を介した電気的・動力学的スピン輸送”、日本化学会・先端ウォッチン

グシンポジウム（2013 年 3 月・立命館大学） 

23) M. Shiraishi, “Electrical and dynamical spin injection in Si”, PASPS-17 (2012 年 12 月・九州大

学伊都キャンパス). 

24) 白石誠司、“ユビキタス元素を用いた純スピン流エレクトロニクス”、京都大学量子理工

学教育研究センター第 13 回シンポジウム（2012 年 10 月・京都大） 

25) 白石誠司“グラフェンへの電気的・動力学的スピン注入”、グラフェンの材料応用にむ

けた基礎と応用研究会（2012 年 8 月・筑波大） 

26) 白石誠司“電気的・動力学的手法を用いたナノカーボンへのスピン注入”、ニューダイ

ヤモンドフォーラム（2012 年 6 月・東大駒場キャンパス） 

27) 白石誠司“分子を介したスピン依存伝導と巨大磁気抵抗効果の発現”、日本化学会・特

別企画講演（2012 年 3 月・慶應義塾大） 

28) 白石誠司”グラフェンにおけるスピン流生成とスピン輸送物性”、「ディラック電子とス

ピントロニクス」（2011 年 12 月・東邦大） 

29) 白石誠司“Spin transport properties in group-IV materials”、応物・磁気学会共同研究会（2011

年 11 月・東北大金研） 

30) 白石誠司“グラフェンの物性～擬スピンと実スピンを中心にして～”、応用物理学会結

晶工学スクール（2011 年 8 月・大阪大学） 

31) 白石誠司“分子スピントロニクス”、日本化学会（2011 年 3 月・神奈川大） 

32) 白石誠司“分子スピントロニクス”、JST-SORST シンポジウム（2011 年 1 月・東京） 

33) 白石誠司“ナノカーボンスピントロニクス”、ナノカーボン物質の基礎と応用（2010 年

12 月・筑波大） 

34) 白石誠司“分子スピントロニクス～グラフェンとフラーレンを中心として～”、第 4 回

東北大 G-COE 研究会「金属錯体の固体物性科学最前線」（2010 年 12 月・東北大） 

35) 白石誠司“有機スピントロニクス”、2010 年秋季応用物理学会「スピントロニクス関連

研究の現状と将来展望」（2010 年 9 月・長崎大学） 

36) 白石誠司“分子を介したスピン流の制御”、2010 年秋季応用物理学会「革新的次世代デ

バイス創成を指向した物理とテクノロジーの探索」（2010 年 9 月・長崎大学） 

37) 白石誠司“グラフェンスピントロニクス”、2010 年 EMS 電子材料シンポジウム（2010

年 7 月・修善寺） 

38) 白石誠司 ”グラフェンのスピン伝導”, 2010 年春季応用物理学会「ナノカーボン材料の最

新動向：フラーレン、ナノチューブ、グラフェン」（2010 年 3 月・東海大学） 

39) 白石誠司“Spin transport in graphene”東大物性研短期研究会「ディラック電子系の物性」



（2009 年 10 月・東京大学物性研究所） 

40) 白石誠司 “グラフェン/強磁性電極接合における磁気抵抗（実験）”, 2009 年秋季応用物

理学会「スピン流が生み出す新しい物性」（2009 年 9 月・富山大学） 

41) 白石誠司 “グラフェンスピントロニクス”, CPC 研究会（2009 年 6 月 12 日・化学会館） 

42) 白石誠司 “グラフェン薄膜への室温スピン注入”, 2008 年表面化学会講演大会（2008 年

11 月・早稲田大学） 

43) 白石誠司 “グラフェン薄膜への室温スピン注入とスピン操作”, 2008 年日本物理学会秋

季大会・領域 5,7 合同シンポジウム（2008 年 9 月・岩手大学） 

44) 白石誠司 “Molecular spintronics using nano-carbon and p-electron molecules”, 2008年日本磁

気学会第 32 回学術講演会（2008 年 9 月・東北学院大学） 

45) 白石誠司 “グラフェンのスピンデバイス応用“, 2008 年春季応用物理学関連学術講演会

（2008 年 3 月・日本大学船橋校舎） 

46) 白石誠司 “ナノチューブのスピントロニクス応用 “, 2008 年日本物理学会年次大会・領

域 7 シンポジウム（2008 年 3 月・近畿大学） 

47) 白石誠司 “室温における分子を介したスピン依存伝導現象”, 日本磁気学会・第 18 回ス

ピンエレクトロニクス専門研究会「分子スピントロニクス」（2007 年 12 月・中央大学駿

河台記念館） 

48) 白石誠司 ”Spin dependent transport in C60 up to room temperature”, 2007 年秋季季応用物理

学関連学術講演会・合同セッション K（スピントロニクス）論文賞受賞講演（2007 年 9

月・北海道工業大学） 

49) 白石誠司・鈴木義茂 “様々な分子を介したスピン依存伝導現象とその機構“、2007 年春

季応用物理学関連学術講演会・合同セッション K（スピントロニクス）シンポジウム

「様々な物質を介したスピン依存伝導現象」（2007 年 3 月・青山学院大学） 

50) 白石誠司“液相プロセスを用いた単層カーボンナノチューブトランジスタ”、新機能素子

研究開発協会（2006 年 11 月・東京） 

51) 白石誠司“スピンや電荷を利用した分子素子”、新世代研究所・合同研究会（2006 年 11

月・長野） 

52) 白石誠司“分子スピントロニクス”、東北大多元研（2006 年 11 月・仙台） 

53) 白石誠司“カーボンナノチューブ FET の現状と未来”、 応用物理学会・有機分子バイオ

エレクトロニクス分科会研究会(2004 年 6 月・京都ぱるるぷらざ） 

54) 白石誠司・竹延大志「液相プロセスによる SWNT-FET の試作と有機分子内包による極

性制御」 東北大学金研研究会「ナノカーボン材料の物性とエレクトロニクス」 (2003

年 11 月)、仙台) 

 
その他の実績リスト 
新聞報道など 15 件 



1. 日刊工業新聞（2007 年 6 月 21 日）他に京都新聞・共同通信配信記事・日経 BP 電子サ

イト”TechOn”など「スピンの向きそろった電子 室温での移動に成功」（阪大単独） 

2. 日本工業新聞（2007 年 7 月 4 日）「曲がるディスプレー用素子 半導体層にナノチュー

ブ」（東北大・ブラザー工業との共同研究） 

3. 日本工業新聞（2007 年 7 月 17 日）「電子論評 電流回路にナノチューブ」（同上） 

4. 日本経済新聞・日刊工業新聞（2009 年 1 月 19 日）、朝日新聞（2009 年 1 月 26 日）「電

界による金属薄膜磁石の磁気異方性制御に室温で成功-スピントロニクス分野に電界駆

動時代の到来-」（阪大・東北大共同） 

5. 日本経済新聞（2009 年 5 月 25 日）「HDD 記憶容量 10 倍（シリコンへのスピン注入技術）」

（TDK・大阪大学・秋田県産業技術総合研究センター） 

6. 日経 BP 電子サイト”TechOn”（2010 年 3 月 18 日）「グラフェンはスピン・トランジスタ

にも使える」（阪大単独） 

7. 「シリコンへの室温スピン注入の達成」日本経済新聞（2011 年 2 月 10 日）・日経産業新

聞（2011 年 3 月 3 日）・秋田魁新報 1 面トップ（2011 年 3 月 11 日） 

8. 「シリコンスピン素子・開発へ一歩」日刊工業新聞（2013 年 2 月 14 日）他にマイナビ

ニュース・Yahoo ニュースなど 

9. 「スピントロニクス研究熱く」読売新聞（2013 年 3 月 25 日）科学面特集記事 

10. 「電力ほぼ使わぬトランジスタ」日本経済新聞（2014 年 9 月 9 日）14 面・日経産業新

聞（同上）8 面 

11. 「省電力トランジスタ」日刊工業新聞（同上）22 面 

12. 「電子のスピン 移動技術開発」京都新聞（2017 年 2 月 14 日）29 面 

13. 「半導体の廃熱、電気信号に再利用 京大など技術確立」（2018 年 5 月 4 日）日刊工業

新聞 

14. 「白金にトランジスタ機能 京大など、薄膜化で成功」（2018 年 8 月 8 日）日刊工業新

聞（ほかに時事通信、日経産業新聞で掲載） 

15. 「大阪科学賞受賞」（2018 年 9 月 12 日）朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・京都新聞など 

 

受賞歴など 

2007 年度・応用物理学会論文賞 “Spin dependent transport in C60 up to room temperature” 

2012 年度・第 2 回 RIEC Award  “IV 族材料を用いた新しいスピントロニクスの研究” 

2013 年度・第５回大阪大学総長による表彰 

2013 年度・日本磁気学会優秀研究賞  

            “IV 族半導体への室温スピン注入と純スピン流輸送物性の研究” 

2013 年度・応用物理学会シリコンテクノロジー分科会論文賞 

2015 年度・応用物理学会シリコンテクノロジー分科会論文賞 

2017 年度・文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門） 



          “半導体スピンカレントロニクスにおける先駆的研究” 

2018 年度・第 36 回大阪科学賞 

          “固体中の純スピン流伝搬とその物性における先駆的研究” 

2020 年・IEEE Distinguished Lecturer  

 

所属学会 

日本物理学会(1999 年～) 領域 7 世話人（2005/05-2006/04） 

フラーレン・ナノチューブ研究会(1999 年～) 

応用物理学会(1994 年～1999 年、2005 年～) 

 [関西支部諮問委員(2011 年〜)] 

日本磁気学会(2005 年～)  

[広報委員（2005 年～2010 年）及びスピントロニクス専門研究会世話人（2008 年～）] 

American Physical Society, Material Research Society など 

 

その他学会 

日本ワーグナー協会（2007 年～） 

 

査読経験のある学術誌 
Nature Physics, Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature Electronics, Nature 

Communications, Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Applied, Physical 

Review Materials, Scientific Reports, Nano Letters, Journal of American Chemical Society, Applied 

Physics Letters, Carbon, Advanced Materials, Journal of Applied Physics, Applied Physics Express, 

Physica E など 

 



科学研究費などの競争的資金獲得状況 
研究代表者として獲得した（している）もの 

(民間企業より異動した 2004 年以降のもの) 

1) 科学研究費補助金・挑戦的研究（開拓）「クーパー対純スピン流計測の挑戦」(H31-R4)

継続中 

2) 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「従来にない対称性を有する新奇ホール効果「トポ

ロジカルプレーナーホール効果」の研究」(H29-H30)  

3) 科学研究費補助金・基盤研究(S)「半導体スピンカレントロニクス」(H28-H32) 継続中 

4) 科学研究費補助金・新学術領域研究（研究領域提案型）「ナノスピン変換科学」A02 班

「電気的スピン変換」代表(H26-H30)  

5) 科学研究費補助金・基盤研究(A)「シリコンスピントランジスタの高性能化と高機能化

に関する研究」（H28-H31）(基盤研究(S)採択のため H28 で中途終了) 

6) 科学研究費補助金・基盤研究(A)「シリコン中の蓄積スピンと純スピン流物性の研究」

(H25-H27)  

7) 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「逆スピンホール効果を用いたトポロジカル絶縁体

中のヘリカルカレントの検出」(H25-26)  

8) JST A-Step 探索ステージ研究「高効率純スピン流＝電圧変換材料の開拓」(H25) 

9) JST ALCA(戦略的低炭素)探索課題「IV 族元素を用いた Dissipationless Electronics の創出」

(H23-24) 

10) JST A-STEP FS ステージ探索研究「13C-enriched graphene における同位体効果の増強とス

ピン素子への展開」(H23) 

11) 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「分子単結晶へのスピンポンピング」(H23-H24) 

12) 科学研究費補助金・基盤研究(B)「分子性半導体におけるスピン輸送・緩和機構の精密

測定」(H22-H25) 

13) 旭硝子財団研究助成「分子グラニュラスピン素子で発現する超巨大磁気抵抗効果の起源

と応用可能性の探索」(H23-H24) 

14) JST A-STEP FS ステージ探索研究「13C-enriched graphene の創成と素子応用への展開」

(H22) 

15) JST さきがけ“革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス”(佐藤勝昭研究統括)「分

子を介したスピン流の制御」（H19-H23） 

16) 科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「分子に内在するスピンと注入スピンとの相互作用」

（H20-H22） 

17) 旭硝子財団研究助成「磁性グラニュラー膜を用いた単一スピンの制御と有機分子マトリ

クスへの偏極スピン注入の研究」（H18-H20）  

18) 科学研究費補助金・基盤研究(B)「状態密度操作を行ったカーボンナノチューブにおけ

るスピン集団運動の制御」（H17-H20） 



19) 平成 16 年度第 2 回 NEDO 産業技術研究助成「ナノカーボン・強磁性金属薄膜ハイブリ

ッド系におけるスピントロニクスの研究」（H17-H19） 

 

研究協力者として獲得した（している）もの 

1) 科学研究費補助金・基盤研究(B)「強スピン軌道結合系における劇的スピン応答の制御」

（研究代表：伏屋雄紀[電気通信大学准教授]）(R1-R3) 継続中 

2) JST-CREST「分子技術による単分子量子磁石を用いた量子分子スピントロニクスの創

成」（研究代表：山下正廣[東北大教授]）(H24-H30)  

3) 科学研究費補助金・基盤研究(A)「ディラック電子系物質におけるマルチフェロイクス

開拓」(H27-H29)  （研究代表：小形正男[東大教授]） 

4) 科学研究費補助金・基盤研究(S)“高周波スピントロニクス”（研究代表：鈴木義茂[大

阪大学教授]）(H23-H27)  

5) 文部科学省・特定領域研究“スピン流の創出と制御”（研究代表：高梨弘毅教授[東北大

金研]）(H19-H22)  A05 班・鈴木義茂教授グループ研究分担者 

6) JST-CREST“ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創成”（堀池靖浩研究統括）「第二

世代カーボンナノチューブの創成とデバイス応用」（研究代表：片浦弘道博士[産業技術

総合研究所自己組織エレクトロニクス研究グループ・グループ長]）（H19-H21）  

7) 科学研究費補助金・基盤研究(A)「スピン系の示す増幅作用に関する研究」（研究代表：

鈴木義茂教授[大阪大学大学院基礎工学研究科]）（H19-H21） 

8) 平成 18 年度第 2 回 NEDO 産業技術研究助成「インクジェット法を用いたカーボンナノ

チューブ薄膜トランジスタの創製と透明フレキシブルトランジスタへの展開」

（H18-H22）(研究代表：竹延大志准教授[東北大金研]) 



特許(国内 53 件・国際 9 件) 

1. 特願 2018-126805・セルゲイドゥシェンコ、白石誠司、外園将也、安藤裕一郎・スピン

トロニクス素子、スピントランジスタ、及び磁気抵抗メモリ(2018/7/3) 

2. 特願 2007-40679・白石誠司、浅野武志、竹延大志・電界効果型半導体素子およびその

製造方法・ブラザー工業、大阪大学・（2007/2/21） 

3. 特願 2006-248495・白石誠司、大石恵、久保園芳博・電界効果型半導体素子およびその

製造方法・大阪大学、岡山大学・（2006/09/27） 

4. 特願 2006-153765・中谷亮一、白石誠司（他 2 名）・磁界センサ、及びこれを用いた磁

気記録再生装置・大阪大学・2006/6/1 

5. 特願 2003-335051・白石誠司（外１名）・電界効果半導体装置の製造方法・ソニー・

2003/9/26 

6. 特願 2003-320709・白石誠司・電界効果半導体装置の製造方法・ソニー・2003/9/12 

7. 特願 2003-294398・D.P.ゴサイン、白石誠司(外 6 名)・微細構造体の製造方法および微細

構造体、ならびに記録装置の製造方法および記録装置・ソニー・2003/8/18 

8. 特願 2003-158201・和智滋明、白石誠司（外 6 名）・記録・再生媒体、並びに記録媒体

の信号記録装置および信号記録方法・ソニー・2003/6/3 

9. 特願 2003-133199・白石誠司・電子素子及びその製造方法・ソニー・2003/5/12 

10. 特願 2003-99887・和智滋明、白石誠司（外 6 名）・記憶媒体およびその製造方法、記憶

媒体の信号再生装置および記憶媒体の信号再生方法、並びに再生針アセンブリおよび

その製造方法・ソニー・2003/4/3 

11. 特願 2003-80120・白石誠司・メモリ素子およびその製造方法、ならびに電子素子・ソ

ニー・2003/3/24 

12. 特願 2003-3773・D.P.ゴサイン、白石誠司（外 6 名）・電界電子放出素子の製造方法およ

び電界電子放出素子、ならびに表示装置の製造方法および表示装置・2003/1/9 

13. 特願 2003-3776・D.P.ゴサイン、白石誠司（外 6 名）・基板の製造方法および基板・ソニ

ー・2003/1/9 

14. 特願 2003-3774・D.P.ゴサイン、白石誠司（外 6 名）・筒状炭素分子の製造方法および筒

状炭素分子、ならびに記録装置の製造方法および記録装置・ソニー・2003/1/9 

15. 特願 2003-3779・D.P.ゴサイン、白石誠司（外 6 名）・基板の製造方法および基板・ソニ

ー・2003/1/9  

16. 特願 2003-3775・D.P.ゴサイン、白石誠司（外 6 名）・転写用原盤の製造方法および転写

用原盤、ならびに基板の製造方法および基板・ソニー・2003/1/9 

17. 特願 2002-346614・白石誠司・ｐｎ接合素子及びその製造方法・ソニー・2002/11/29 

18. 特願 2002-335879・丸山竜一郎、白石誠司（外 1 名）・電子素子及びその製造方法・ソ

ニー・2002/11/20 

19. 特願 2002-259028・白石誠司・演算素子およびその製造方法、ならびに演算装置および



演算方法・ソニー・2002/9/4 

20. 特願 2001-384368・竹延大志、白石誠司(外 2 名)・物質吸蔵材料及びそれを用いた電気

化学デバイス、並びに物質吸蔵材料の製造方法・ソニー・2001/12/18 

21. 特願 2001-113386・宮腰光史、白石誠司（外 5 名）・燃料電池用のセパレータおよび燃

料電池・ソニー・2001/4/12 

22. 特願 2001-109161・小宮光一、白石誠司（外 1 名）・カーボンナノチューブの精製方法・

ソニー・2001/4/6 

23. 特願 2001-88721・白石誠司(外 5 名)・ガス吸蔵方法、ガス吸蔵放出方法及び燃料電池・

ソニー・2001/3/26 

24. 特願 2001-51405・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・電気エネルギー発生素子・ソニー・

2001/2/27 

25. 特願 2001-31178・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・燃料電池モジュールおよび電気機器

ならびに燃料電池モジュールを備えた電気機器システム・ソニー・2001/2/7 

26. 特願 2001-31156・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・燃料電池モジュールおよび燃料電池

モジュールを備えた電気機器システム・ソニー・2001/2/7 

27. 特願 2001-31238・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・フラーレン類の製造方法および装置・

ソニー・2001/2/7  

28. 特願 2001-31217・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・フラーレン類の製造方法および装置・

ソニー・2001/2/7  

29. 特願 2001-31190・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・フラーレン類の製造方法および装置・

ソニー・2001/2/7 

30. 特願 2001-28987・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・フラーレン類の製造方法および装置・

ソニー・2001/2/6  

31. 特願 2001-28062・宮腰光史、白石誠司（外 6 名）・水素吸蔵放出装置・ソニー・2001/2/5 

32. 特願 2000-375044・黄厚金、白石誠司（外 3 名）・カーボンナノ構造体の合成用のアー

ク電極・ソニー・2000/12/8 

33. 特願 2000-375043・黄厚金、白石誠司（外 3 名）・カーボンナノ構造体の一段階精製用

の超音波還流システム・ソニー・2000/12/8 

34. 特願 2000-357723・白石誠司（外 6 名）・水素カートリッジ、水素ガス供給システム及

び水素カートリッジの管理方法・ソニー・2000/1124 

35. 特願 2000-352080・白石誠司（外 6 名）・発電装置およびこれに用いる水素カートリッ

ジ・ソニー・2000/11/20 

36. 特願 2000-352072・白石誠司(外 6 名)・発電装置およびこれに用いる水素カートリッジ・

ソニー・2000/11/20 

37. 特願 2000-352067・白石誠司(外 6 名)・発電装置 ソニー・2000/11/20 

38. 特願 2000-318421・白石誠司（外 1 名）・ガス吸蔵方法及び燃料電池・ソニー・2000/10/18 



39. 特願 2000-164263・白石誠司（外 1 名）・水素吸蔵炭素質材料の製造方法および水素吸

蔵炭素質材料製造システム・ソニー・2000/6/1 

40. 特願 2000-164254・白石誠司（外 1 名）・水素吸蔵材料からの水素放出方法、水素吸蔵

放出システムおよび水素吸蔵放出システムを用いた燃料電池ならびに水素エネルギー

システム・ソニー・2000/6/1 

41. 特願 2000-148361・梶浦尚志、白石誠司(外 3 名)・水素吸蔵用炭素質材料およびその製

造方法、水素吸蔵炭素質材料およびその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池

ならびに水素吸蔵炭素質材料を用いた燃料電池・ソニー・2000/5/19 

42. 特願 2000-148340・梶浦尚志、白石誠司（外 3 名）・水素吸蔵用炭素質材料およびその

製造方法、水素吸蔵炭素質材料およびその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電

池ならびに水素吸蔵炭素質材料を用いた燃料電池・ソニー・2000/5/19 

43. 特願 2000-130722・山田淳夫、白石誠司（外 3 名）・水素吸蔵用炭素質材料およびその

製造方法、水素吸蔵炭素質材料およびその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電

池ならびに水素吸蔵炭素質材料を用いた燃料電池・ソニー・2000/4/28 

44. 特願 2000-121964・根岸英輔、白石誠司（外 1 名）・水素吸蔵用炭素質材料およびその

製造方法、水素吸蔵炭素質材料およびその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電

池ならびに水素吸蔵炭素質材料を用いた燃料電池・2000/4/24 

45. 特願 2000-166002・白石誠司（外 1 名）・電界効果型トランジスタおよびそれを用いた

光スイッチング素子・ソニー・2000/6/2 

46. 特願平 11-231120・白石誠司（外 1 名）・カーボンナノチューブの製造方法・ソニー・

1999/8/18 

47. 特願平 9-109253・白石誠司（外 1 名）・半導体発光素子・ソニー・1997/4/25 

48. 特願平 9-103153・戸田淳、白石誠司（外 8 名）・半導体発光素子およびその製造方法・

ソニー・1997/4/21 

49. 特願平 8-192983・河角孝行、白石誠司（外 2 名）・半導体発光素子の製造方法・ソニー・

1996/7/3 

50. 特願平 8-152894・白石誠司・半導体発光素子・ソニー・1996/5/27 

51. 特願平 7-102666・池田昌夫、白石誠司（外 3 名）・ＩＩ－ＶＩ族化合物半導体発光素子・

ソニー・1995/4/26 

52. 特願平 6-95097・奥山浩之、白石誠司（外 7 名）・半導体発光装置・ソニー・1994/5/9 

53. 特願平 6-317514・石橋晃、白石誠司（外 4 名）・ＩＩ－ＶＩ族化合物半導体の成長方法・

ソニー・1994/11/28 

54. 特願平 5-256084・白石誠司（外 1 名）・半導体発光素子・ソニー・1993/10/13 

55. PCT/JP2002/000055・山田淳夫、白石誠司（外 5 名）・発電装置・ソニー・2002/1/9 

56. PCT/JP01/04333・梶浦尚志、白石誠司（外 2 名）・水素吸蔵材料の製造方法及び水素吸

蔵放出装置・ソニー・2001/5/23 



57. PCT/JP01/03327・梶浦尚志、白石誠司（外 2 名）・フラーレン類の製造方法及び製造装

置・ソニー・2001/4/18 

58. PCT/JP01/02129・梶浦尚志、白石誠司（外 2 名）・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造

方法、水素吸蔵炭素質材料及びその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池並び

に燃料電池・ソニー・2001/3/16 

59. PCT/JP01/02128・白石誠司（外 3 名）・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造方法、水素

吸蔵炭素質材料及びその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池並びに燃料電

池・ソニー・2001/3/16 

60. PCT/JP01/02127・根岸英輔、白石誠司（外 2 名）・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造

方法、水素吸蔵炭素質材料及びその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池並び

に燃料電池・ソニー・2001/3/16 

61. PCT/JP01/02126・根岸英輔、白石誠司（外 2 名）・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造

方法、水素吸蔵炭素質材料及びその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池並び

に燃料電池・ソニー・2001/3/16 

62. PCT/JP01/02125・梶浦尚志、白石誠司（外 2 名）・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造

方法、水素吸蔵炭素質材料及びその製造方法、水素吸蔵炭素質材料を用いた電池並び

に燃料電池・ソニー・2001/3/16 

63. PCT/JP01/006199・白石誠司(外 6 名)・水素吸蔵用炭素質材料及びその製造方法、並び

に電池、燃料電池・ソニー・2000/9/11 

 

在外研究経験 

1997 年 6 月－1998 年 7 月 

ドイツ・マックス＝プランク固体研究所(Max Planck Insistut fuer Festkoerper Forschung)  

H. -J. Queisser 教授グループにて客員研究員 

2007 年 5-8 月 

ドイツ・レーゲンスブルグ大学 客員教授 

2010 年 9 月 
マサチューセッツ工科大学 客員教授 

 

社会貢献・学会活動など 

・日本物理学会(1999 年～) 領域 7 世話人（2005/05-2006/04） 

・フラーレン・ナノチューブ研究会(1999 年～2009 年) 

・応用物理学会(1994 年～1999 年、2005 年～) 

・日本磁気学会(2005 年～)  

広報委員（2005 年～）スピンエレクトロニクス研究会幹事(2008 年～) 

・American Physical Society, Material Research Society (断続的に継続) 



・2nd Topical Meeting on Spins in Organics Semiconductors (2009/02/03-07, Salt Lake City, Utah, 

USA) International Advisory Board Member 

・International Conference on Synthetic Metals (ICSM) 2010 (Kyoto 2010/07/05-), Program 

committee. 

・KINKEN Workshop “Group IV Spintronics” (Sendai 2009/10/5-6), Organizer. 

 

その他 

1) 平成 15 年度 東北大学金属材料研究所 非常勤講師 

2) 平成 18 年度 東北大学多元物質科学研究所 非常勤講師 

3) 平成 26 年度 福岡大学大学院理学研究科 非常勤講師 

4) 平成 27 年度 北海道大学大学院情報科学研究科 非常勤講師 

5) 平成 28 年度 名古屋大学大学院工学研究科 非常勤講師 

 


